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多晶硅成品规范
[bookmark: _Toc17233325][bookmark: _Toc17233333][bookmark: _Toc24884211][bookmark: _Toc24884218][bookmark: _Toc26648465][bookmark: _Toc26718930][bookmark: _Toc26986530][bookmark: _Toc26986771][bookmark: _Toc97191423]范围
[bookmark: _Toc476240957][bookmark: _Toc476234420][bookmark: _Toc17233326][bookmark: _Toc17233334][bookmark: _Toc24884212][bookmark: _Toc24884219][bookmark: _Toc26648466]本文件规定了太阳能级多晶硅的产品分类、技术要求、测试方法、检验规则以及包装、标志、运输及贮存。
本文件适用于改良西门子法生产的棒状多晶硅、块状多晶硅、粒状多晶硅。产品主要用于太阳能级单晶棒和定向凝固多晶硅锭的生产。
[bookmark: _Toc26718931][bookmark: _Toc26986531][bookmark: _Toc26986772][bookmark: _Toc97191424]规范性引用文件
下列文件中的内容通过文中的规范性引用而构成本文件必不可少的条款。其中，注日期的引用文件，仅该日期对应的版本适用于本文件；不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。
GB/T 1550 非本征半导体材料导电类型测试方法
GB/T 1551 硅单晶电阻率测试方法
GB/T 1553 硅和锗体内少数载流子寿命测定光电导衰减法
GB/T 1557 硅晶体中间隙氧含量的红外吸收测量方法
GB/T 1558 硅中代位碳原子含量红外吸收测量方法
GB/T 4059 硅多晶气氛区熔基磷检验方法
GB/T 4060 硅多晶真空区熔基硼检验方法
GB/T 13389 掺硼掺磷掺砷硅单晶电阻率与掺杂剂浓度换算规程
GB/T 14264 半导体材料术语
GB/T 14844 半导体材料牌号表示方法
GB/T 24581 低温傅里叶变换红外光谱法测量单晶硅中Ⅲ、Ⅴ族杂质含量的测试方法
GB/T 24582 酸浸取-电感耦合等离子质谱仪测定多晶硅表面金属杂质  
GB/T 25074 太阳能级多晶硅
GB/T 29057 用区熔拉晶法和光谱分析法评价多晶硅棒的规程
GB/T 29849 光伏电池用硅材料表面金属杂质含量的电感耦合等离子体质谱测量方法
GB/T 31854 光伏电池用硅材料中金属杂质含量的电感耦合等离子体质谱测量方法
术语和定义
下列术语和定义适用于本文件。
致密料：表面及断面结构应致密，硅棒表面应平整、表面凹凸小于5mm的硅料。
疏松料：表面凹凸5-20mm，内部缝隙小于20mm，或内部带有孔洞的硅料。
珊瑚料：内部缝隙≥20mm，结构疏松，针状或内部带有孔、夹缝的硅料。
产品分类
产品按外形分为棒状、块状和粒状多晶硅。
技术要求
内在质量
太阳能级多晶硅等级指标
	项目
	太阳能级多晶硅等级指标

	
	特级品
	一级品
	二级品
	三级品

	施主杂质浓度ppba
	≤0.40
	≤0.68
	≤1.61
	≤3.16

	受主杂质浓度ppba
	≤0.15
	≤0.26
	≤0.45
	≤1.66

	基磷电阻率Ω·cm
	≥350
	≥200
	≥100
	≥60

	基硼电阻率Ω·cm
	≥1000
	≥500
	≥300
	≥100

	少数载流子寿命μs
	≥500
	≥300
	≥200
	≥100

	氧浓度atoms/cm3
	≤0.2×1017
	≤0.5×1017
	≤1.0×1017
	≤1.0×1017

	碳浓度atoms/cm3
	≤1.0×1016
	≤1.5×1016
	≤2.0×1016
	≤3.0×1016

	基体金属杂质含量/(ng/g)
Fe、Cr、Ni、Cu、Zn
	≤2
	≤3
	≤5
	≤10

	表面金属杂质含量/(ng/g)
Fe、Cr、Ni、Cu、Zn、Na
	≤3
	≤5
	≤10
	≤20


料况分类
太阳能级多晶硅外观分类要求
	一级分类
	二级分类
	三级分类
	产品名称
	料况说明

	单晶料
	S4
	棒料
	S4
	棒状多晶硅，无色斑、变色，无可见的污染物、氧化夹层，不得混有无定形硅，尺寸控制在100-400mm之间或根据客户需求定制。不区分致密和珊瑚。

	
	S3
	大块料
	S3
	块状多晶硅，无色斑、变色，无可见的污染物、夹层以及硅芯孔洞；线性尺寸5mm-120mm。不区分致密和珊瑚。

	
	S2
	复投料
	S2
	块状多晶硅，无色斑、变色，无可见的污染物、夹层以及硅芯孔洞；线性尺寸5mm-50mm。不区分致密和珊瑚。

	
	S1
	碎料
	S1
	无色斑，无可见的污染物、氧化夹层，线性尺寸控制在2mm-8mm。不区分致密和珊瑚。

	
	S0
	1-3mm碎料
	S0
	无色斑，无可见的污染物、氧化夹层，线性尺寸控制在1mm-3mm。（不区分致密和珊瑚）

	
	
	
	
	

	多晶料
	免洗
	免洗料
	块状多晶硅，无色斑、变色，无可见的污染物、氧化夹层。不区分致密，珊瑚。

	
	非免洗
	非免洗料
	外观无污染物和严重氧化，不能达到免洗标准。(不区分致密和珊瑚）

	
	切割料
	含钻孔、切割面或表面经过打磨的硅料。

	
	断硅芯
	表面未沉积过硅料的废硅芯。

	
	小棒料
	直径40mm以下的硅料，可能含有氧化或熔硅，需剔除碳头。

	
	碳头料
	石墨以上 5cm 敲下的含石墨硅料，但不允许有纯石墨。

	
	边角料
	碰壁熔硅、倒炉熔硅、打弧熔硅以及质量严重异常等硅料。

	
	1mm以下碎料
	破碎产生的1mm以下粉料、不满足免洗条件的3mm以下粉料，以及除尘粉末。


该产品分类标准主要适用于块状、定制硅料、粒状；小棒料(40mm以下）敲掉碳头后不分外观包装。
当同时存在两种或两种以上缺陷时，按照最次缺陷标注。
测试方法
导电类型测定按GB/T 1550的规定进行。
[bookmark: _Toc9217][bookmark: _Toc30867][bookmark: _Toc32251][bookmark: _Toc16590][bookmark: _Toc23313][bookmark: _Toc30429][bookmark: _Toc23745][bookmark: _Toc4530][bookmark: _Toc2837][bookmark: _Toc3141]电阻率测定按GB/T 1551的规定进行。
少数载流子寿命测定按GB/T 1553的规定进行。
氧浓度测定按GB/T 1557的规定进行。
碳浓度测定按GB/T 1558的规定进行。
基体金属杂质测定按GB/T 31854的规定进行。
表面金属杂质测定按GB/T 24582的规定进行。
[bookmark: _Toc4788][bookmark: _Toc4715][bookmark: _Toc2386][bookmark: _Toc7958][bookmark: _Toc957][bookmark: _Toc5474][bookmark: _Toc17467][bookmark: _Toc8075][bookmark: _Toc20461][bookmark: _Toc8475]棒状多晶硅的尺寸用游标卡尺测量，块状多晶硅的尺寸分布范围用过筛检验，或由供需双方商定的方法检验。
[bookmark: _Toc21937][bookmark: _Toc5412][bookmark: _Toc4254][bookmark: _Toc11205][bookmark: _Toc15045][bookmark: _Toc4142][bookmark: _Toc16537][bookmark: _Toc1992][bookmark: _Toc3725][bookmark: _Toc20069]多晶硅的表面质量目视检查。
检验规则
检验和验收
产品应由供方质量部门进行检验，保证产品质量符合本文件规定，并填写产品检验报告。
需方可对收到的产品进行检验。若检验结果与本文件规定不符时，应在收到产品三个月内向供方提出，由供需双方协商解决。
组批
产品应成批提交验收，以类似工艺条件生产并可追溯生产条件的多晶硅组成。
检验项目
每批产品应进行基磷电阻率或施主杂质浓度、基硼电阻率或受主杂质浓度、少数载流子寿命、氧碳浓度、结构、表面质量、尺寸的检验。
基体金属杂质和表面金属杂质含量为型式检验，检验频次由供需双方协商确定。
供方取样、制样应按GB/T4059、GB/T4060、GB/T29057、GB/T31854、GB/T24582进行或由供需双方协商。
检验结果判定
多晶硅的等级由基磷电阻率或施主杂质浓度、基硼电阻率或受主杂质浓度、少数载流子寿命、氧碳浓度、基体金属杂质、表面金属杂质判定。
在判定项目中若检验结果有一项不合格，则加倍取样对该不合格的项目进行复检。对检验结果仍不合格的产品，应直接判定为不合格。
标志、包装、运输、贮存和随行文件
包装
多晶硅产品应使用洁净的PE袋进行包装，包装箱使用可回用围板箱、纸箱等。
标识
使用洁净PE袋进行包  标识应注明供方名称、产品分类、产品重量、批号、线性尺寸、箱号。
质量证明书
每批产品提供统一模板的检验报告；若客户对检验报告有特殊要求由供需双方协商解决。
运输
产品的运输车辆应清洁、干燥，在运输过程中应轻装轻卸、勿压勿挤，并采取防震措施，产品装车后在托盘上覆盖薄膜，薄膜应覆盖至上一托盘以下。
贮存
产品应储存应在清洁、干燥的环境中。
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